JP 2009-65177 A 2009.3.26

(19) BFEHFEF(P) LHRABRBFELAEHA (1) S8 A MES
135B32009-65177
(P2009-85177A)
43) &M E k21535268 (2009. 3.26)
(51) Int.CI. F1 F—=a—F (%)
HO1L 29/78  (2006.01) HO1L 29/78 617M 4M104
HO1L 29/423  (2006.01) HO1L 29/78 6165 5F110
HO1L 29/49 {2006.01) HO1L 29/78 617K
HO1L 21/28 {2006.01) HO1L 29/78 617N
HO1L 29/417  (2006.01) HO1L 20/78 626A
BEER T EREOH 1L OL (& 168 BEEIRES
(21) HEEES 1 FE2008-257859 (P2008-257859) | (71) HEEA 390009531
(22) HEEH SER204E10 B 28 (2008. 10.2) LA —=FvaFil - EDRA - v¥—
62) FEDOET £ BE2004-135589 (P2004-1355809) Z-a—flL—vay
D5 El INTERNATIONAL BUSIN
BHER SEEL164E4H 308 (2004. 4. 30) ESS MASCHINES CORPO
Bl IEEERES 10/427233 RATION
32) #%B SERYI5EE5H 1 (2003.5. 1) TAVHEREL0504 —a—3a—2
@) \EEERE REUS) W FT—xlr ma— F—Fir—f
o—
(74) fRIE A 100108501
#E+ EF RE
(74 fRE A 100112690
#E+ Kt #—
(74 fRE A 100091568
#E+ W RBE
BRAREIZRES
G4 [READOEH] vAF77kw b - F—MOSFETF/ A 2
GHoOooooooooogo <7_> 1a
000000000000 D00000D0O0O0000O00 wg 4%%V/V::§§
go0ooooo
goooooocooooooobooooooooooo 1 -510

oooobooooooooobooooooooooon
gboooboooboobooboobooboooobooo
gbooooboooboobooboobooobooooboao
ooooboooooooooooooooooooon
gooobobooooooooooooooooooon
gbooobooobooboobooboobooobooo
gbooooobouoboobooboobooboao
goooboooooooooooooooooooon
goooboooboobooboobooboooobooo
gbogoooboobooboobooobooboao
goooboooooooooobooooooooooon
goooooooooo

goooooa

.

540—
—540
"""""""" X 1——520 596
595 500\E7ﬁ// 7 M
‘f‘é‘ﬁ%ﬂi 511
iR
— -

590



e e e Y Iy
e s e e s e e e e ) e ) e e e e s e s Y Y Y
v e Y Iy

OoOoood

O0Ooo0oooog
OoOoo0oooao
O0Oo0oooog

O 0Oooo
O 0Oooo
O oOooo
O 0Oooo
O o0Oooo
O oOooo
O o0Oooo
O 0Oooo
O 0Oooo
O 0Oooo
O o0Oooo
O 0Oooo
O 0Oooo

e A e e s e e ey e s ) s e B
I ey e e A ey e sy s A B
e e e e e e ey e s ) s [ B

O
(]

OoOoo0oood
OOoo0ooodg
OoOoo0oood
OOoo0ooodg

O
OJ
O
O

O
O
O
O
O

OoooooogoQgdg

OO oOooog
O Ooooo
O OooOooo
O 0Ooooao

O
O
O
O

O
O
O
O
O
O
O
O
O

O
O
O
O
O
O
O
O

) JP 2009-65177

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
[
O
O
O
O

2009.3.26

10

20

30

40

50



e e e ey e e e A s [ s [y |
e R s e e e e e R e e s e A s e s s e R s [
e [ e e e e B s [ |
e R s e e s e e R e e e e e A s e s s R s [ [
e e e e e e s s A s [y |
e s e e s e e e e e A e e s s [ [ |

OO oOooo

O o0Oooo

OoooooQgoooao
OO0 oooogogogooao
OoooooQgoooao
Oooooogogooao
OoooooQgooooao
Oooooogogoooao
OoooooQooooao
Oooooogogoooao
Oooooogooooao
Oooooogoooao
OoooooooooOoao
OoooooQgoooao
OooooogooooOoaoo
Oooooogoooao

Ooooooooogooao
OO0 ooooggogooao

Oo0ooooOoQgoooaoo
OO0 oooogogQgoooao
Oo0ooooQogoooaoo
Oo0oooogogQgoooao
Oo0ooooOoQgoooao
Oo0oooogogdQgoooao
Oo0ooooOogooooao
OooooogogQgoooao
Oo0oooooOogoooaoo
Oo0oooogoQgoooao
Ooooooogoooaoo
OooooogodQgoooao
Oo0ooooogogoooaoo
OoooooQgoooao
Oooooogooooaoo
OoooooQgoooao
OooooogooOoooOoaobo
OooooogoQgoooao
Oooooo0ooOoooOoaobo
OooooooQgooo

O 0Oooo

O 0Oooo

OooooooQgdg

oo

O

O oOooo

OO0 oooooggogooao
Ooooooooogooao
Ooooooogoggogooao
Ooooooooogooao

O o0Ooo

O oOooo

O o0Oooo

O 0Oooo

OO0 oooooogogog
OO0 oooooogoogo-g
OO0 oooooogogog
oo oooooogoogo-g
OO0 oooooogogog
oo ooooooQg-g
OO0 oooooogogog
Oooooooogoogodg
OO0 oooooogogoog
OOooooooogodg
oo o ooooogoQgog
OOoooooooogodg
OO0 o ooooogoQgog
OO0 oo ooogogg
oo oooooogoQgog
OO0 oo ooogogg
oo o ooooogoQgog
OO0 oooooggg
oo oooooogogoQgog
OO0 ooooogogog
OO0 oooooogogoQgog
OO0 oooooggog
OO0 oooooogogoQgog
OO0 oooooogogog
OO0 oooooogooQg-g
OO0 oooooogogog
oo oooooogoog-g

O 0Oooo

O oOooo

O o0Oooo

O oOooo

O o0Oooo

O oOooo

3) JP 2009-65177

O 0Oooo
O oOooo
O o0Ooo
O o0Oooo
O 0Ooo
O oOooo
O 0Oooo
O o0Oooo
O 0Oooo
O o0Oooo
O 0Oooo
O o0Oooo
O 0Oooo
O oOooo
O Oooo

OoOooooooQgogoao
OoooooogQgoao
OoOooooooOoogoao
OooooooogQgoao
OoOooooooOooOoao
OooooooogQgoao
OO0 ooooggogao
OooooooogQgoo
OO0 oooooggogao
OooooooogoQgoo
OO0 oooooggogao
OooooooogogoQgoo
OO0 oooooggogao
OooooooogooQgoo
OOo0oooooggogao
OooooooogoQgoo
OOo0oooooggogao
OooooooogooQgooao
OOo0ooooooggogoao
OooooooogoQgooao

O

OO0 oOooogdgoooao
Oo0ooooQgoooao
OO0 oooogodQgoooao
OoooooOoQgoooao
OO0 oooogodQgoooao
Oo0ooooOoQgoooao
OO0 oooogogQgoooao
Oo0ooooQgoooaoo
Oo0oooogogQgoooao
Oo0ooooQogoooaoo
Oo0oooogogQgoooao

O

2009.3.26

O
O
O
O

OoOoooooogoogoo
OoooooogQgoao
OooooooogoQgoo

10

20

30

40

50



Oo0ooooooooDooooDoDoDooooooooao

]
|

Doped S

DDDDDDDDDDDDDDDDDEDDDDDD

Oooocooooooooooogoo
Oo0ooooooooooooogooOoabo

OooooooDOo0ooD oo o oo oooooogoooogao

Ooo0oo0ogao
O 0oo0oo0oo

Ver

OO0 oooooo oo ooo o0 oo oooooooo

O

Oooooo0oooooOoooD oo oDooooogogoogao
= OO0 OO0 OCO0OO0O0O0oOoooboooooooooooooo

f

Oooooooooooo0oooDoDoo=goo0oogdg

OoOoooo0ooOgoooboo oo gogoo=0o Odood
Oooocooooooooogoooogoo

OO0 oDoogogUoooDooUgUoooDooogogooooaog

Ge

O Oo0oooo

O
O
O
O
O
]
O
]
O

oo oooooogooo
OO0 ooooogogogoao
oo oooooogooo
OO0 ooooogogogoo
oo oooooogoooo
OO0 ooooogogooo
Ooooooooogoooo
OO0 ooooogogooo
Ooooooooogoooao
OO0 ooooogogooo
Ooooooooogooao
OO0 oooooogogooo
Ooooooooogoooao
OO0 oooooogooo
Ooooooooogoogooao
oo oooooogooo
Ooooooooogoooao
oo oooooogooao
OooooooooogooOoao
oo oooooogooao
OO0 ooooogogoao
oo ooooooQgooo
OO0 ooooogogogoao
oo oooooogooo
OO0 ooooogogogoao
oo oooooogooo
OO0 ooooogogogoao
oo oooooogooo
OO0 ooooogogooo

O oOoooo
O Ooooao
O o0Ooooo
O 0Ooooo
O o0oooo
O oOoooao
O oOoo0ooao
O oOoooo
O oOoo0ooao
O oOoooo
O o0Ooo0ooao
O oOoooo
Ooo0Ooo0ooao
O oOoooo
O o0Ooo0ooao
O oOoooo
O 0Ooo0ooao
O oOoooo
O 0Ooo0ooao
O oOoooo
O 0Oo0ooog
O oOoooo
O 0Ooooo
O oOoooo
O Ooooo
O oOoooo

O
O

Ooo0o0o0oooooDoooDooDoooDoooog
Heterojunction Bipolar Transistors for High

0
O

O
O

0
O

O
O

O

ugdaao

O
O

ud

O

ud

O

4)

goad

ud

O

Oo00ooo0ooooooDoooDooood
Oo0o0oo0DooooDoDoooDoooo
OooooDoooooDooooooog
OO0O00O0O0O000D00O0ODQO Ruckerd O
Oo0O0o0oo0oooooDoooDooood
Dopant Diffusionin C-doped Si and
cationD 0D 000000 0DO0ODODODOODODODODODDUODODODOOODODODODODOO

O

OooooooooooogoQgdg
OO0 oDoDoogogogooooggdg

O

Oooooooooooogogogoao

OO0 ooDoo4gogooooogogoao

Oooooooooooogogooao

OoooDooogooooogogogoao

Oooooooooooogogooao

OoooDoooooooogogoao

Ooooooooooooogogogoao

Oooooooooooogogoao
Oooooooooooogogogogoao

Oooooooooooogogooao
Ooooooooooooogogooao

Oooooooooooogogogoao

Ooooooooooooogoogoao
Oo0oooooooooooogg
Ooooooooooooooodg
Oo0oooooooooooogdg
Ooo0oooooooooooood
Oo0oooooooooooogdg
OO0 Do ooogoooooggdg
Oo0oooooooooooogodg
OO0 Do ooogogogooooogooggdg
oo ooooooooooooQgodg
OO0 oo ooogogooooogooggdg
Oo0ooooooooooooQgg
OO0 oDoooogogooooogogg
Ooo0ooooooooooooQgog
OO0 ooooogoooooogogg
Ooo0ooooooooooooogog
OO0 ooooogoooooogogg
Ooo0oooooooooooogodg
OO0 ooooogoooooogogg
Ooooooooooooooogodg

O

udad

JP 2009-65177

ud

goooogao
gooooaao
gooodad
gooooao
goooogao

O

gooooad

O 0Ooo
O 0Oooo
O Oooo
O O0ooo
O 0Oooo
O 0Oooo

ooooao
dooooDoDooooooooooDoDoDooooooooooOoao
HJ.OstenD O OODDODODODODODOODDOODOODODDODOODODODODODOODOOO

0 O 0O O Carbon

g
a
u
O
g

SiGe:Physical

goooao
Frequency

oodao
oodao
ooo
ooo
oodao
Model

g
a
u
O
a

and

OooooooQgooao

g

oo
g
g
oad
oo

2009.3.26

gooano

Oooooogodgooao
OooooooQgooao
Oo0oooogodgooao
Oooo0oooQgooao

O 0Oooo
O 0Oooo

gugooano

Applications

gooao
gooano
gooano
gooao
gooano

Experiment

10

20

30

40

50



OOoooooooooooo0DooDooo0oo0ooDoDoooooooao

S

I L A

e e s [ s L s o (< e o e e s e e s e e e e s [ s [

Ooooooogogood

O0Ooo0oooao

on

S D oDoooooooogogg
=0 OO Oooogooogoo

n

|
|

oad
ud
oo
od
aad
oo
od
aad
ud

OO0 ooogg4UogooDooUUoUoDoDoo4UooDooogogoao

Ooooooooooog

0

Ooooooo0oooooQgooao
OoDoooo4dgooooogoggogooao

le-Gated

od
ud
oo
od
aad
oo

O

OoooooogogoQogooao

nduced

g
U
0
g
t
0

0

Oooooggdg

O

O
O

g
O
g
a
O

O

u
O
g
a

O
O

O
O

DSDDDDDDDDDDDD

oooocoooboboooooooooao
gooboooobboooboboooonb
gboooooobboooobooooonb
oooocooOobooooooooooao
nsulatorC 000000 OOOOOODOOOOOOODODODDODDODOOOOOORO
gooboooobboooooboooooan
hostingD OO OOOOOOOOOODOOD
ooobODbO0O0oDooooobooobbooogoao

O OooOooo
O Ooooo
O OooOooo
O Ooooo
O OooOooo
O Ooo0ooo
O OooOooo
O Ooo0ooo
O Ooooo
O Ooo0ooo
O OooOooo
O Ooo0ooao
O Ooooo

OJ
O
O

Layer

O O
O O
O O
O O
O O
O d

O
O
O

O
O
O

O D.Canaperild O O
0 00 0O O Preparation
Transfer Techniquel O

O d
O O

gd

)

od
oad

O

od
goad
ooo

O

goao

od
aad

od
guad
oo

oad

JP 2009-65177

goooano
goonoand

goooano
goooan
oooao

goooan

of Strained Si/SiGe
0Oo0o0oo0ooooooan

000000 DoD0ooo0Do0ooDoooDooDoDooooaon
Oo0o0o00oDO0oooODOoooooDOooDoDooooaon
oOoo0o0o0oDoDU0ooOoDO0ooO0oooDUooDoDoooono
Oo0o0o0o0ooDoooDo0ooDoooDUoooDooooaon
0Oo0o0o00oDU0oooODOoooDooDUooDoDooooaon
0Oo0o0o0o0oDoDU0oooDOoooooDUooDoDoooono
00000000 ooDo0oooooDoooDooooaon
Oo0o0o00oDoDoooODOoooooDooDoDooooaon
Oo0o00o0oDoDU0ooDOoooDooDUooDoDooooao
Oo0o0o0o0ooo0oooDoooooDUoooDooooaon
000000 DoD0ooo0Do0ooDoooDooDoDooooaon
0Oo0o0o00oDU0oooODOoooDooDUooDoDooooaon
Oo0o0o0oDoDOooOoDOooOoooDooDoDooooaon
00000000000 oDoooDoooDooooao
Oo0o0o0o0oDoDo0oooODOoooooDooDoDooooaon
0Oo0o0o0o0oDoDU0oooDOoooooDUooDoDoooono
Oo0o0o0o0oDoDoooDOoooooDoooDooooaon
Oo0o00o0oDoDU0ooDOoooDooDUooDoDooooao
oOoo0o0o0oDoDU0ooOoDO0ooO0oooDUooDoDoooono
0000000000000 ooDoooDooooaon
0Oo0o0o00oDU0oooODOoooDooDUooDoDooooaon
0Oo0o0o0o0oDoDU0oooDOoooooDUooDoDoooono
00000000000 oDoooDoooDooooao
Oo0o0o00oDoDoooODOoooooDooDoDooooaon
Ooo0oo0ooooooDoooDoooooao
OO0O0D0ODIEDM Tech Dig.0 0 OO 0OOO
Oo0o000ooDoDoooDoooooooao

0 Device Design Consideration for

tra-Thin SOIMOS FET®"s at the 25nm

O

OoooooooooooQgooao
Oo0DoDooo4gogooooogogogooao

OOooooogdg
O O0Oooooodg
Oooo0oooQgdg
OOooooogogdg
OooooooQgdg
OoOooooogogdg
Oooo0oooQgdg
OOooooogogdg
Oooo0oooQgdg

O

0

Oo0oooooooooooogoQgg
OOo0oooooogoooooggdg
OooooooooooooogoQgdg
OOo0oooooooooooggg
OooooooooooooogoQgg
Oo0ooooooooooogogg
Oo0ooooooooooogogoQgdg

2009.3.26

H.-S.P.WongD 0 OO O0OO
OoDooooooooooao
O0o0D0DO0oooDooDooooao
Double-Gate, Ground-Plane, and
Channel Length Generation( [

ooocoobOOO0oooooooao
gobobooooobboooobao
gogbooooooboboooooan
OD0OO0O0DO00O0OO0OMODFET devices

oooboooooboao
goooogao

goooboooooboao
oooboooooboad

oooboooooboad

onlnsulator by Hydroge

ooooobo0ooooao

10

20

30

40



(6) JP 2009-65177 A 2009.3.26

0oo0o0DDDoODO0000ooooooDoDoDUooOoodooooDDsSmartCutD 000 O0O0O0OAO
Ooooo0Dooooooo

oooooo

I o o o o A =T 1 U =
s000o0D0o0o0DO0oo0o0ooo0o0ooDU0oo0Do0ooo0Do0ooDo0oDoDU0DoDoDOooODOoDo0ooDOoDoOoODOO
O0o0oo0o0ooooo

Oo0oooao
00o0o0D0oDoD0oo0o0Do0oo0DooDo0ooDoDOo0o0o0Do0oo0Do0DoDoDUooDoODOooODo0DooDooODDoDOan
00o000o0oDoDO0ooo0DooO0ooDUoooODOoooDOooDooDOooDOoJ.o.ChuDODOOOO
0O00DDD00000000DDDO0OD0DO0DO0O0O0O0DO0OO0DDDOOOOdOdStrained Si base
layer made by UHV-CVD,and Devices ThereinD 0 000000 O0O0O0ODOOODOOOO
00oo0oD0ooDO0o0o0Do0ooO0DooDUo0ooDo0DO0o0o0Do0ooDo0Do0oDUOooDOoDOooODO0DOooDoDoODDOOo
OoooOoooDooooooood

O0
0Oo0o0oo0oooooDoooDOo0oo0DooDoooDOooDoODOooDoDooDoooDooOOg
000000000 DO00O0O0D0DOultra thin strained layers on insulatorQd
I o o o o A o A o A S A A A 6 B 04 5 [V | M IR A
0 0000000000000 0D0D0O0D0OO0O0OO0ODO0AO0OODualStrain-State SiGe La
yers for MicroelectronicsD 0 000D O0OO0ODODDODOOOODDOOOODDODOOODODRDO
0 00oooD0oooDOooo0oooO0oooDUooOoDOooU0oooDU0oooDOooDoDooDOoooDOooaOo
Oooo0oo

00
ooo0oo0oo0oooDoooDO0ooo0Do0ooDU0oooDUooDoODOooDUoooDooDooOO
Mosfet with raisedsource and drain regions 0 00 00O OO OO O DO ChoilOd
Oo0o0o0o00oo0ooDo0ooo0DO0oo0Do0ooDoDooDooDoODOoooDooDoooDooOOg

Ooo0Ooo0ogao
Oo0oo0ogogoo

OoooooOooaedoogo
O Ooo0oooao

o0
0000000000000 o00Do0o0Do0DooDoDoDOoDOooDoDooDooDDOooOO0
O OO0O0D0OD0O0O0O0OO0OD0ODO SOl device with double gate and method for fabricating
the same0 000D OO0DODOO0OOKMOODODODODODOODODDODUODDODDODOOODODDODODDOO
00000000 ooDoooDooooooooo
Oooooo
ooooo0ooo0ooDOooo0DOooU0oooDUoooDO0oDo0DooDUooDDUooDoDooODOooDDOooOaO
00000000 oDoDUooo0Do0oDU0DooDUooOoDO0oDo0DOooDU0ooODOoOoDOoDOooODOoDoOoDoOoOaO
0 0000 0O Advanced Integrated Chemical Vapor Deposition(AICVD) for Semiconduct
orDevicesD D 0D 0O ODO0ODODODDUOODDODOOJdChuDDODODDODOOODODODODODDODODDOO
Oo0O0o0oo0ooo0oooDoooDOoooooDoooDoooooao
OoDoooo
0oo0oo0oo0oDOooo0Do0oo0DooDoooDO0oDo0DOoDU0ooDDO0ooDOoDOooODOoDoODOoOoaO
ooooooo0oooDOooOoDooO0ooDoooODO0oDOoooDU0ooDDOooDOoDooODOooDOooaO
Oo0oo0oo0DDDbO0O0DO0O0O0oo0oOoO0ODDOaOComplementary metal-oxide semiconductor transi
stor logic using strained SI/SIGE heterostructure layersO 0 OO0 OO0 O0O0OO0OOAO
0 O0K.smailDO OO OOOODODDODOOF.SternD0 0000 O0OOOOODOOODOO
ooooo0Do0oo0ooU0oo0DooO0Do0ooo0oooDUoooDO0ooo0DooDoDooDoOooao
oooooDo0ooo0ooD0ooDooDo0DO0oDoDoDo0oDoDoODO0o0DOo0DOoDoDOoDOoODODoDaO
ooooo
O
oooooDoooDooDOoooDoooo
ooDoooDoooDooOoooDoooo
oooooDooOoooDoooDoooooog

OoooooogoQgoao
Oo0Doooogdg

OoooooogoQgoao
O0o0Doooogdg

Ooo0oooQgogao
OOo0o0ooogd
Ooo0oooQgogoao
OOo0o0oooogdg
OooOoo0oooogod



OoOoo0oooo
OO oOooo

0

Oo0Ooo0oooo
O0Ooo0oooog
OoOoo0oooao
O0Oo0oooog
Oo0Ooo0oooo
OO0Oo0oooog
I B
OOooooaog
O0Ooo0oooao
OOoo0oooog
O0Ooo0oooao
OoOooooaog
O0Ooo0oooao
OOoo0oooaog
I B
OoOooooaog
O0Ooo0oooao
OoOooooaog
I B

) JP 2009-65177 A 2009.3.26
ood
O
O
O
O
O

oooobObOO0oOO0oooooooDbo0aoJd.ao.

chhiOODDODODODODODODODDDODDODODODODODODODDODDDODODODODODOODODDOOO-O
00000000000 O0o0o0O0O00o0oonaoEpitaxial and Polycrystalline Growth
Sil-x-yGexCy and Sil-yCy Alloy Layers on Si by UHV-CVDO O

0o

of
00
oo
0o
o0

g
a
u
O

polar

g
OO
g

u
O
g

Oo0oo0ooDo0ooOogd
ooooDoood
ooooDoood
oooDoDoood
Transistors for
ooooDoood
oooDoDoood
Oo0oo0ooDo0ooOogd

0000000000 10
goooooooooo

Uo0dboooo0obbOO0OHJdO0stenD DO D0 OooobboOoO
O000O0O0OO00D0ODOOOOdO Carbon Doped SiGe HeterojunctionBi

High Frequency ApplicationsD 0 0000 OOQOODOOOOO
gooao

ORucker0 00000 O0OO0ODODODOOODODDODODODDOODDOOO
OO0O0OOD0ODO<OO0ODopant Diffusion in C-doped Si andO SiGe:

Physical Model and Experimental VerificationD O 00000 O0O0O0DO0OD0OOOO0ODODOAO
oooao

ooooooooood
OoDooooooooao

oooooo
ingle-Gated

gooooooooboboo
gooooooobooad
ooocoobooood

mplementary

goooooObOO0OO0OO0OHdH.-S.PWongUOOOOODODDOOOOO 20
gbobobooooboboooooboboooobooooboboooooan

0 O Device Design Consideration for Double-Gate, Ground-Plane, and S
Ultra-Thin SOl MOSFET"s at the 25nm Channel Length GenerationO O O

OO0OO0O0OIEDM TechDig. OO OO OOOOGOAO
Oo0DO0Oo0O0OO0O0S.-ARIshtonD OO0 O0OC0DODOOCODOOOODOO
oooooObOOO0oooooocoobObObOob0oOoOooooOanNew Co

Metal-Oxide Semiconductor Technology with Self-Aligned Schottky Sour

ce/Drain and Low-resistance T GatesO 0 00O OO O0OO0O0ODOUDOJ.Vac.Sci.Tech.O OO O

O

oo ooooo4Qooooodg

OoOoooooog=e. QO 0000000 goood

Ooo0oooQgogao

O

oo oooooQgoooo

o

Ooo0oooQgogoao

goguoobobooooobooogooooogdo

oooOao 30
gooooboooooboao

udd

oooOobOobOoOoooooooobobobooooooooobbbooooooooobooboao
gogooboooooobooooobboooobobobooobbooooboooboboDoo
gooooogao

ooao

goobooooobooooobbooooboboobooobboogoboboooboboDboo
gogoboboooooooooobbooooobooooobobbooooobooooboboboao
uoobbooooobooobobooooboouobobood

ooao 40
ooo0DbDbOO00O0oooooobDDbDbO0oO0O0oOoo0ooooDbDDbDbb0OO000UaoO strained

r SiGe on insulator0 0 000 O0O0O0OO0OODOOOCDODOOCODOOOODODOODOOO
oooOobOoOO0OO0oDoooooobObboboooooooobbobOooooooooobooboao
goooooooobobDboao

ooooooooooan

ooao

oooboboo0oooooooobbbooooooooobbboooooooooboao
oooDoboboooeeoooboeebbOO0OO0DO0O0oOooOoODobODDbbO0OODOooobboboDDbDDbDO
oooobooboooooooocoobooboboboooooooobbboooooooooaoee
oooOobOobOoOoooooooobobobooooooooobbbooooooooobooboao 50



(8) JP 2009-65177 A 2009.3.26

R B [ |

°c O QO oo o
Oooooooooooao
OOooooogQgooooaog
Oooooooooooao
Oooooogooooaog

°c OO oo Qd
Oooooogooooaog
Oooooooooooao
Oooooogooooaog
Oooooooooooao
Oooooogogooooaog
Oooooooooooao
Ooooooogogooooaog
Oooooooooooao
Oooooooooooaog
Ooo0ooooooooao
Oooooooooooaog
OOoo0ooooooooao
Oooooooooooaog
OO0 ooDoo4Qgooooaog
Ooooooogooooaog
OO0 oDoDoogQgooooaog
Ooooooogooooaog
OO0 oooogooooaog

°c OO og
OO0 oooogooooaog
Oooooooooooao
OOooooogooooaog
Oooooooooooao
Oooooooooooao

10

Oooooooooooaogo
O Ooo0oooo
O0Ooo0oo0ooaoo
OOoo0oooogod
OO0Ooo0oooogd
Oo0oooooggooao
OooooooooQgooao

DO Oooooo
OooooooQgdg

20

Ooooooogdg
Oooooogdg
Oooooooogodg
Ooooooogdg
OooOoo0oooodg
OoOoo0oooogdg
Ooo0oo0oooodg
OoOoo0oooogdg
Ooo0o0oooOod
OoOoo0ooooQgdg
OooOoo0oooOod
OoOooooogdg
OooO0Oo0oood
OoOoo0ooooQgdg
Ooo0Ooo0oooodg
OoOoo0ooooQgdg
OooO0Oo0oooOoad
Oo0o0oooQgdg
OO0o0o0oooogdg
Oo0oooQgdg
OO0O0o0oooogdg
Ooo0o0oooQgodg
OO0o0o0oooogd
OooOoooooOodg
OOo0o0ooogdg
Ooo0o0o0oooQodg
OoOoo0oooogdg
Ooo0o0o0ooOod
OoOoo0ooogdg
Ooo0O0o0ooodg
OoOoo0oooogdg
OooOo0o0oooOodg

O

[ |
O d

++0

O 0Ooo
O 0Oooo

+

+0

30

OO0 ooooQgoooao
Oo0ooooQgogoooao
Oo0ooooQgoooao
OooooooogoQgoo
Oo0oooodQgoooao
Oo0ooooogogoooao
OoooooQgoooao
Oooooogoooaoo
OooooodQgoooao
Oo0oo0ooogogoooao
OoooooQgoooao
Oo0oo0ooogooooao
OoooooQgoooao
Ooo0ooogoooOoao
OoooooQgoooao
OoOoo0ooo0ooOoooOoao
OoooooQgoooao
OO0 o0ooodgogooao
OoooooQgogoao
OooooodQgoooo
OO0 ooooQgoooao
Oo0ooooQgoooao
Oo0oooodQgoooao
Oo0ooooQgoooao
Oo0oooogoooao
Oo0ooooogooooao
OoooooQgoooao
Ooooooogogoooaoo

Ooooo-gogaog

O0Ooo0oooog
OoOoo0oooo

O
JochuD 0D oOoDoDOoODODO0DODODODODOoODOoODDDODOODOOOODOODOO
Oooo 0-000000000000D0D0DO0O0DO0OO0000O0DO0Epitaxial and
Polycrystalline Growth of Sil-x-yGexCy and Sil-yCy Alloy Layers on Si by UHV-CV
pOOO0U0OoOoDU0OoODO0OO0O0DUOO0D0DU0ODoDUOOo0OO0DUOOoOO0DoOoDUoOoODOoDOoOOoDOOoDOoDoOooODoOOoan
00000000 ooDoooooDoooDoooo
Oo0o0o00oDoDoooDoooooDoooDoooo
Oooo0o0oooDOoooDoooooDoooDoooog 40
0
O

I e e e ey ey [ Iy
e e s e e e e e e ) ey e e s Y [ Y
Iy e ey e e e ) [ Iy
e e e e e ) ey e s Y [ Y

oo oooooQgooooo
OO0 ooooogogooo

OoOOoooooo0oooooo0DooDoooo0DoDoDooooUoooDoDooogogooooaog
e R s e e Y
Oooooooooooogod

OJ
O
O

gooao gooboobooooobobbooobbooo
gogoao goobooocoooboboooooan

O0o0Doooogogdg
OoOoo0oooao
O0Ooo0oooog
OOoo0oooao
OOooooaog
OOoo0oooano
OOooooaog
O0Ooo0oooao
OOoo0oooaog
O0Ooo0oooao
OOoo0oooaog
O0Ooo0oo0ooao.o

O OooOooo

00000000 ooDooo0DO0o0Do0DooDUooDO0ooDODO0OO0DO0DOo0DooODOOOn
0000000000000 O0o00O0oD0O0DDO0OO0O0OO0OD0O0O0ODaOdstrained
based monocrystalline MOSFET on insulator0 0 0 000 O0O00OOOOODDOOO
00000000000 oDo0o0oo0D0DooDooDo0Do0o0Do0ooDooDoDooDoooDoooOog
0000000000000 O0D0D0O0D0DO0OO0O0OOD0OOstrained stripd 000000
oooo0ooU0oooDOooO0DooODU0oDOoooDOooDU0oDUooDoDooDoooDooDDoOOd 50

Oooooogogoao
Ooooooogogooao

O
Oooooogogoao

Ooooogogoao

(%))
Oooo=--O0oOo0O4ooogoao

[ i R



OooooooooooooooOoooOoooOoooOhoooDoDoooOooooooDoooooooooooOoooOod
e ) e A A
OoOooooooooooOooooOoooOooooooOoooDoDoooOooooooboDoooooooooooOooOooOod
I e A A A

Oo0ooooooooooo0o oD oDoooo0ooDoooQgooooB

Ooooooo0ooooooooooogooao

e e ey e ) e ) e e e e s e s Y Y

Ooooooo0oooooQgooao
OoDoooo4dgooooogoggogooao

oo oDoDooooooDoDoooogogoooog

oo oooooogogooQg
OO0 ooooogogog
oo ooooogogoQg

O O o

OoDoooo4ogooooogogaono

Oo0oooooooooooogoQgg
OOo0ooDooooooooggg
OooooooooooooogoQgg
Oo0oooooogoooooggg
OooooooooooooogoQgg
Oo0oooooooooooggg
Oooooooooooooogogogdg
Oo0ooooooooooogogg
Ooooooooooooogogogdg
Oo0ooooooooooogogg
Oooooooooooooogoogdg
Oooooooooooogogg
Oo0oooooooooooogogogdg
Oo0oooooooooooogogg
Ooo0oooooooooooogogdg
Ooooooooooooogogg
Ooo0oooooooooooooQgdg
OoooooooooooogoQgdg
OO0 o0ooDoogogogoooooogogdg
Ooo0oooooooooooogoQgg
OO0 oDoDoogogoooooogogdg
Oo0oooooooooooogoQgdg
OO0 ooDooogogoooooogogdg
Ooo0oooooooooooogoQgg
OO0 ooooogoooooooggdg
Oo0oooooooooooogoQgg
OOo0oooooogoooooggdg
OooooooooooooogoQgdg
OOo0oooooooooooggg
OooooooooooooogoQgg
Oo0ooooooooooogogg
Oo0ooooooooooogogoQgdg

OoooooooooooooooogQgdg
OOo0oDooo0o0oooogogoooooggdg
OoooooooooooooooogooQgdg
OooDooo4o0ooooooooooogoggdg
Ooooooo0oooooooooooQgdg
Ooooooo0ooooooooooogogdg
Ooooooo0oooooooooooQgdg
Ooooooo0oooooooooogoggg
Ooooooo0oooooooooooQgdg
Ooooooo0ooooooooooogogdg
Ooooooo0oooooooooooQgdg
Ooooooo0ooooooooooogogdg
Oo0oooooooooooooooogdg
Ooooooo0oooooooooogogoQgdg
Ooooooo0oooooooooooQgdg
OooDoooo0ooooooooooogogoQgdg
Oo0oooooo0oooooooooooQgdg

OooooogoQgoo

Oo0oOoogQgooao
Ooo0oooQgooo
Oo0oOoogoQgooao
Ooo0oooOoooo
Oo0ooogoQgooao
Ooo0oooOooOooao
Oo0ooogoQgooao
Ooo0oooOooOooao
Oo0ooogoQgooao
Ooo0oooOooOooao
Oo0oooQgooao
Ooo0ooooOooOooao
Oo0oooQgooao
OooOooooOooOooao
Oo0oooQgooao
OooOoooooOooOooao
Oo0oooQogooao
Oo0o0oOoogoQgogoao
Ooo0oooQgooao
Oo0oOoogoQgogoao
Ooo0oooQoooao
Oo0oOoogQgogoao
Ooo0oooQogooo
Oo0o0ooogoQgooao
Ooo0oooQoooo
Oo0ooogQgooao
Ooo0oooOoooo
Oo0ooogoQgooao
Ooo0oooOoooao
Oo0ooogoQgooao
Ooo0oooOoooao

9) JP 2009-65177

O

OooooooQgogXe
O 0o oDooogUgooooooggg

OO0 o0Dooo0o40ooooooUooooogd
Ooooooo0oooooooooogQgdg
OO0 o0Dooo40o0oooogogUooooogoggdg
Ooooooo0oooooooooogogQgdg
Ooooooo0oooooooooogogQgdg
OO0 oDooo40o0oooogogoooooggdg
Ooooooo0oooooooooogoQgdg
OOo0oDooo4o0ooooogoooooogogdg
OooooooooooooooooQgdg
Oo0ooooo0ooooooooooogogg
OooooooooooooooooQgdg
Ooooooo0ooooooooooogoggdg
Ooooooo0oooooooooooQgdg

O O o

2009.3.26

10

20

30

40

50



e e e Y Iy
e s e e s e e e e ) e ) e e e e s e s Y Y Y
v e Y Iy
e s e R e e ) e ) e e e s e s Y Y Y
e ey I
e e e e Y S Y Y

(10) JP 2009-65177 A 2009.3.26

oogoboooooboboooooboobooooobobbooobobooooboboooao
ooooOobOoOoO0oooooooobbboooooooobboboooooooboao
ocooo0Jd.chub0DO0O0DOODODODOODODDOODOODODOODODODODODOO
gogooboooooboboooobooooobboooboboboogoobobogoao
Chwd OOODOODODODODODOOOODOOODODODODDODOODDODODODOODOO
O

Ooooooo0oooooo0ooDooogQgoo
Oo0Doooo4dooooo4ggoooooggdg
Ooooooo0ooooooooooogogQgoo
Oo0oooo4dodooooo4ogooooooggogo
Ooooooo0ooooooooooogogoQgoao
OOo0oooo4odooooo4oooooooggogao
Ooooooo0ooooooooooogogQgoo
Oooooo4o0ooooo4oooooooggogao
U 0o ooo0ooooooooooogoQgogoo
Ooooooo0ooooo4ooooooggogoao
OooooocooooooooooooogogQgoao
Oooooo4o0ooooo4ooooooggoao
OoooooooooooooooooogogoQgoao
Ooooooo0oooooooooooggoo
OoooooooooooooooooogoQgoao
Ooooooooooooooooooogdg
Oo0oooooooooooooooooogod
Oo0oooooooooooooooooogdg
Oo0oooooooooooooooooogod
Ooooooooooooooooooogdg
OO0 o0oDoogogUooooDooggoooooogd
Ooooooooooooooooooogdg
OO0 o0DoDoogogUoooDooggUoooooogd
Ooooooooooooooooooogd
OO0 o0ooDoogogUoooDoogogogoooogd
Ooo0ooooooooooooooooogdg
OOo0ooDooog4ooooDooggogooooogd
Ooooooooooooooooooogodg
Oo0ooDooooooDoogoggogoooogd
Oooooooooooooooooooogodg
OOo0ooooooooooogogooooogd
Oooooooooooooooooooogodg
Oo0ooDoooooooooogoooooogdg
Oooooooooooooooooooogod

O

Ooooooogogooao
Ooooogogoao
Ooooooogogoao
OooOoogogoao
Ooooooogoogooao
Ooooogogoao
Ooooooogoogooao
Ooooogogoao
Ooooooogoogogoao
Oooooogogogoao
Oooo0ooogoogogoao
Ooooogogoao
Oooo0oooogoao
Oooooogogoao
OoOoo0ooodgdg
OooooogooQgdg
OoOoo0ooodoadg
OooooooQgg
OoOoo0oooodgadg
OooooooQgg
OO0 oooogoogdg
OooooooQgdg
O0o0oooogoogdg
OoooooooQgdg
OOooooogoogdg
OooooooQgdg
OOooooogogdg
Oooo0oooQgg
OOooooogogg
OooooooQgdg
OOoo0oooogoogdg
Oooo0oooQgdg
OOooooogogdg
Oooo0oooQgdg

OooooooooQgooao
OO0 ooooogogogoao
OooooooooQgooao
OO0 ooooogogogoao
OooooooooQgooao
OO0 ooooogogooao
Ooooooooogooao
Ooooooogogooao
Ooooooooogooao
Ooooooogogooao
Ooooooooogooao
Ooooooogooao
Ooooooooogooao
Oooooooogooao
Ooooooooogoooao
Oooooooogooao
Ooooooooogooao
Oo0oooodooaoo
OooO0oo0ooodooano
Oo0oooodQgooaoo
OO0 oooodogoao
Oo0oooodQgooao
OO0 o0ooogodogoao
Oo0oooodQgooaoo
OO0 oooogodogoao
Oo0ooooQgooao
Oo0oooogodogooao
Oo0ooooQgooao
Oo0oooogodgooao
Ooo0ooooQgooaoo
Oo0oooogodgooao
Ooo0ooooQgooaoo
Oo0oooogodooao
Ooo0ooooQgooao

10

20

30

40

50



e e e Y Iy
e s e e s e e e e ) e ) e e e e s e s Y Y Y
v e Y Iy

OO0 ooogoQgogoao
OoooooQoooao
OoooogoQgogoao

O oOoooo
O 0Ooooo
O oOoooo
O 0Ooooo
OoOoooo
O oOoooo
O oOoo0ooo
O oOoooo
C OOogoao

e s e e s e ey e s [ [ |
e e e ey s [y [ |
e e st e e e ey s [ [ |

O oooooogdg
O Oo0oooogd
Oooooogdg
O Oo0oooogd
Ooooooogdg
O Oo0oooogd
Ooooooogodg
O Oo0oooogd
Ooooooogodg
O ooooogd
Oooooood
O ooooogd
Ooooooogod
O ooooogdg
OOoooooogod
Oooooogdg
Oooooooogod
O ooooogdg
OoOoooooogod
Ooooooogdg
O 0o ooogd
O oo ooogdg
OO0 oooogd
O ooooogdg
OO0 oooogdg
Ooooooogodg
O Oo0oooogd
Ooooooogodg
O Oo0oooogd
Ooooooogdg
O Oo0oooogd
Ooooooogodg
O Oooooogd
Ooooooogodg

OO0 oDooogoggogooood
Ooooooogooooodg
OO0 oDooogogogoooogod
Oo0ooooQgoooaoo
Oo0oooog4Qgoooao
Oo0ooooQgoooao
Oo0oooogQgoooao
Oo0ooooOoogooooaoo
Oo0oooogogQgoooao
Oo0oooogogoooaoo
Oo0oooogogQgoooao
Oo0oooogogoooaoo
OooooogoQgoooao
Oooooogooooaoo
Oo0oooogoQgoooao
Oooooogogoooaoo
Oo0oooogoQgoooao
Oo0ooooogogoooaobo
OoooooQgoooaoo
OooooogooOoooOoaoo
OoooooQgoooaoo
Oooooo0gooOoooOoaoo
Oo0ooooOoQgoooao
OO0 oDooogodQgoooao
OoooooQgoooao
OO0 oooog4Qgoooao
OoooooQgoooaoo
OO0 oooogogQgoooao
Oo0ooooQgoooao
Oo0ooogQgoooao
Oo0ooooQgooooao
OOo0oooogQgoooao
Oo0ooooQogoooaoo
Oo0oooogogQgoooao
Oo0ooooOoOgooooaoo
Oo0oooogogQgoooao
Oooooogogoooaoo

Oooooooooooooooooao
OOo0ooDoogogUoooDoogogoooaog
Oooooooooooooooooo

O
O
O
O
O
O
O
O
O

O
O
O
O
O
O
O
O
O

OO0 oDoooo4goooDoooggogoao
OO0 ooooooooooogoogooo
OO0 oDoooogooooooggogogoao
oo oooooooooooogooao
OO0 oDoooooooooogoggogooo
OO0 oooooooooooogoooao
OO0 ooooooooooogoggogogoao
OO0 oooooooooooogogooao
OO0 oDoooooooooogogogooo
oo oooooooooooogoooao
OO0 ooooooooooogogogooao
oo oooooooooooogogooao
OO0 ooooooooDooogogogooao
oo oooooooooooogoogooao
OO0 ooooooooDooogoogooo
Ooooooooooooooogooao
OO0 oDoooooooooogoogooo
OO0 Do ooogogooDoooggogoao
OO0 oDoooooooooogoogooo
OO0 Do ooo4goooDoooggogoao
OO0 oDoooooooooogoQgooao
OO0 Do ooo4gogooDoooggogoao
oo ooooooooooogooQgooo
OO0 Do ooogogooDoooggogoao
oo ooooooooooogooao
OO0 oDoooo4goooDoooggogogoao
OO0 oooooooooooogooo
OO0 oDoooooooooogoggogogoao
OO0 oooooooooooogooao
OO0 oDoooooooooogoggogooao
oo oooooooooooogooao

O Oooo
O 0ooo
O Oooo

.Vac.

7]

= OO0 0

1)

O
O
O
O

[ I |

I |
O 0ooo
O 0Oooo
O 0Ooo
O 0Oooo
O O0Ooo
O oOooo
O Ooo
O Oooo
O 0Oooo
O O0ooo
O Oooo
O 0Oooo
O Oooo
O 0Oooo
O Oooo
O 0Oooo
O 0Oooo
O O0ooo

O

O

JP 2009-65177

2009.3.26

.Tech.0OOOODOO0OOODOODODOOOODO

10

20

30

40

50



(12)

JP 2009-65177 A 2009.3.26

OCoOO0o00Ooo0O0oDO0ooOoDO0OO00O0ODOC0ARIShtonD OO OO0 DODOOCODOOOODO
ooocooObOOb0oDooooooboboboboooooooobDbOobOoDOooooooDbODbOnn0aONe

Complementary Metal-Oxide Semiconductor Technology with Self-Aligned Schottky

GatesU U U ODDODODOOODODDODOOODODOOOO

w
O Source/Drain and Low-resistance T
gobooooooboboboooooobooad
ooooDoDDODOoooooooooDoDooOooOoo
gobooooooooooooooboad
goboooooobtboooooooboad
oooooDoODOoooooooooDoooOooOoo
Oo0ooDoooooooooooooobooad
goboooooobobooooooobooad
gobooooooboboboooooobooad
ooooDDoDDoDOoooooooooDoDooOooo
Ooo0oOoao

oooooao
ooooDoDDODOoooooooooDoDooOooOoo
oo0boDoooooooboooooooobooao
gobooooooboiooooooobod
oooooDoODOoooooooooDoooOooOoo
ooooDDoDoDOoooooooooDoDooOooOoo
mplementary metal-oxide semiconductor
oood

ooooao

Oooooao

ooooooad

oooooao
oo0boDoooooooboooooooobooao
goboooooobobooooooobooad
goboooooobooooooobodd
ooooDDoDoDOoooooooooDoDooOooOoo
gobooooooooooooooobooad
goboooooobbooooooobodd
ooooDoDDODOoooooooooDoDooOooOoo
goboDoooooobooooooooboad
goboooooobtboooooooboad
ocoooooooooooooo,o0ooo
Oo0ooDoooooooooooooobooad
goboooooobobooooooobooad
soninsulator0 0000 OOODOOOOO
ooooDDoDDoDOoooooooooDoDooOooo
gobooooooooooooooobooad
goboooooobtboooooooboad
00

Ooooooao
goboooooooobobooooooobodd
oooooDoODOoooooooooDoooOooOoo
ooooDDoDoDOoooooooooDoDooOooOoo
gobobooooooobooooooooboad
gobooooooboboboooooobooad
ooooDoDDODOoooooooooDoDooOooOoo

O

OooOooooOoogoao
Ooo0oooQgooao
OoooooOooOooao
Oo0oooQgooao
OO0 oOoogoQgogoao
Ooo0oooQgooao
OO0 oOoogoQgogoao
Oo0oooQgooo
OO0 ooogoQgogoao
OoooooQgooo
Oo0ooogoQgogoao
Oo0oooQgoooo
Oo0oooogogQgogoao
Ooo0oooQogooo
OoooogoQgogooao
Ooo0oooOoooo
Ooooogogooao
Ooo0oooOooOooo
Oo0ooogoQgooao
Ooo0oooOooOooo

O 0ooo
O oOooo
O 0Ooo
O 0Oooo
O 0Oooogoo

O

Ooo0oooooooooooogoogoao
Oo0ooooooooooogogoao
Oo0oooooooooooogogogooao
Oooooooooooogogoao
OO0 o0ooDoogUogoooogogogao
Oooooooooooogogoao
OO0 o0DoDooggUogoooogogogao
Oooooooooooogogoao

I B
OoOoo0oooog
O0Oo0Oo0ooao
OoOoo0ooog
OO0Oo0ooodg
OoOoo0ooog
OO o0oooog
I o B
OO0oOo0ooog
OoOoo0ooogdg
O0Oo0ooodg
I B
OOoo0ooog
I B
OOoo0ooog
I B
OoOoo0ooog
I B
OoOoo0ooog
I B

O

O

O

O o0oo O
O Oood

O

|

O oOoooo

O

O O0Ooo
O 0Oooo
O Ooooo
O oOoooo

Oooooooogoood

mu

O 0Oooo
O Oooo
OO oo
O Oooo
[ o R |
O OO

O

oo oooooogogoo

t

transistor logic using

OO0 ooooogogogoao

O 0Ooo
O 0Oooo
O Oooo
O o0Ooooo
O oOoooo
O o0Ooo0ooao
O oOoooo

O

O

O

O 0Oooo

strained 0 0 0O O
heterostructure layersO 00000000 O0D0ODOOOODOK.IsmailODOOd
O0D0OF.Stern0 00 0000CO0O0OQOCOODOOODOOQODOOR?20030 3015000
O0J.ChouD OO0 O0DODO0ODODODODODODODODODODODOODOODOODOODOODODOAGO
goooboooobbboouobboboooobobooon

oo oooooogogogoo

OO0 oooogogoao

O

0

Ooooooogogoao
OO0 oooooogogoo

O

O

O Oooo
O OO
o R |

Oooooogogogoao
OO0 oooooogogoo

O

O

faceted gate

O

oo oooooogoogoo

Q.
@
Do oo< OoDoooooogoogoaoaog

O 0Oooo

O O oo ooQOooogoaoo

o

O 0Oooo

10

20

30

40

50



OooooooooooooooOoooOoooOoooOhoooDoDoooOooooooDoooooooooooOoooOod
e ) e A A
OoOooooooooooOooooOoooOooooooOoooDoDoooOooooooboDoooooooooooOooOooOod
I e A A A

OoOoooooooooooo0oDoDooooooooogQgo-g

Ooooooo0ooooooooooogQgog
Oo0ooDoogog4ddooDooggUgooooooggg

Oo0oooogodQgooao

O
OJ
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

O
O
O

OOo0ooogogdooDooUoUdoooDooUoUggooooggg

OoooooQgooao

O Ooooo
O OoOooo
O Ooooo
O OooOooo
O Ooooo
O OooOooo
O 0Ooooo
O Ooooo
O Ooo0ooo
O Ooooo
O 0Ooo0ooao
O Ooooo
O 0Ooo0ooao
O Ooooo
O 0Oo0ooao
O Ooooo
O 0Oo0ooOoo
O Ooooo
O 0Oo0ooOoo
O Ooooo
O OoOooo
O Ooooo
O OoOooo
O Ooooo
O OoOooo
O Ooooo
O OooOooog
O Ooooo
O OooOooo
O Ooo0ooo

O
O
O

O
O
O

O
O
O

OooDooooooooogoQgdg

Oo0o0ooogdogoao

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

OOooooogg
OooooooQgdg

OO0 oooodogoao
Ooo0oooQgooao
Ooooogogogooao
OoooooQgogoao
Oo0ooogogogao

O 0Oooo

Oo0oooogodQgooaoo

Oo0o0ooogdogooao

O OoOooao
O Ooo0ooo
O OooOooo
O Ooo0ooo
O Ooooo
O Ooo0ooao
O Ooooo
O Ooo0ooao
O Ooooo
O Ooo0ooao
O Ooooo
O 0Ooo0ooOoao
O Ooooo
O 0Ooo0ooao
O Ooooo
O 0Ooo0ooOoo
O Ooooo
O OoOgoao
O Ooooo
O OoOooao
O Ooo0ooo
O OoOgooao
O Ooooao
O OoOooo
O Ooo0ooo
O OooOooo
O Ooo0ooao
O Ooooo
O Ooo0ooao
O Ooooo
O Ooo0ooao

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Ooo0ooooQgooao

Oo0oooogdooao

Ooo0oooogoQgooao

O
O
O
O

O

Oo0oooogdooao

Ooo0oooodQgooao

Oo0oooogdooao

Ooo0o0oooQgooao

Oo0oooogodooao

Ooo0oooodgooao

(13)

Oo0oooogodooaoo

Ooo0ooooodgooao
Oo0oooogodooao
Oooo0ooodgooao
Oo0oooogodgooao
OoO0o0ooodgooao
Oo0oooogoQgooaoo
OO0 oooogdogoao

O
O
O
O
O
O
OJ

O
O
O
O
O
O
OJ

O
O
O
O
O
O
O

00, 00
0o0o0O0O0, O

O Oo0oooogodQgooaoo

O

O

JP 2009-65177

OO0 o0ooogdogoao
Oo0oooogodQgooao
OOo0o0ooogdogoao
Oo0oooodQgooaoo
Oo0oooogdogooao
Oo0oooogodQgooao
Oo0oooogdgogooao

OJ
O
OJ
O
O
O
O

OJ
O
O
O
O
O
O

O
O
O
O
O
O
O

Oo0ooooQgooaoo

O
O
O
O
O

O
O
O
O
O

O
O
O

2009.3.26

O Oooo
O Oooo
O Oooo
O 0Oooo

Oo0oooogdgooao

Ooo0oooodQgooao

Oo0oooogdooao

Ooo0o0ooodQgooaoo

10

20

30

40

50



(14) JP 2009-65177 A 2009.3.26

goooogao
ooooobooo0oao
ooocooObObOO0oooooooao
goooooobboano
gooooaoaoan

ooon oooo
/ \8 512 500 18
501 - -+ !
520 i/ //7/530 507 i 500

1510 7 540
540— e0 540—
596
595 J

"""""""" X 1520 59

5% 500\Wﬁ/7 //)7@ Y ™~ st
‘f‘é‘f%ﬁi 511 g'*
—— i
!
glﬂi / :
% : 590
590 '
oogon oogon
512 — 3% 50 500
% —— 50 % 530
A —510 513‘%\15 513
o i 500-— ;%»—510
596 520 S0 Y W
— 530 i ’
500 595\l iRt }
595—__ 1ERE |
590\L 15 1
590 —— #ig




JP 2009-65177 A 2009.3.26

(15)
ogoon ogoogn
hand 1@ -— °
507 ‘ _ 500 sof ! 500
/ :: // ——540
540— 540—"
f —-540 596
AN 595 / /
595 500-— % 7° N sl
r R —
? i
iR L a J
V% 590 !
590
goono oooao
50
o ——500 501\9
——500

------------------ l —530
—520 [, | 530
H [ 4—520

500— ;_?,510
500— | _,%—’510
| 596

................. V 5196 .
) 595—___ FiEE3EN
590\’ FiFEREN 1
SQO\L o } 590 —— iR
Ooooao Oooooao
601

540~ \ 620
\ 10
501— /,500 ‘ / /
N\ E
\ e

ko3
iR ‘
S
590
ooooao /900
—540
513
501—— S
513 AN
i N—530
I N-520
500—— / 510
540— P
595~ __ ik
590 —— HiR N



(16)

JP 2009-65177 A 2009.3.26

gooooooaoo

(1) Int.Cl.
oooo
oooo
oooo
oooo
oooo
oooo

H000 100086243

gogoooodd

(72) 000 0OO0OD0O0OOooOoOOooo

oo

ggoo
gaoo
gooo
ggoo
gooo
oooo

29/78
29/78
29/58
21/28
21/28
29/50

ggoo
gaoo
gooo
ggoo
gooo
oooo

gooooboooood
goooo
goooo
goooo
goooo
goooo
goooo

gooooboooooobboooooooboobooboooooooboboooooobbooooon
CCO5 EEO3 EE16 FFO1 FF02

0000 (D0) 4M104 AAOL

gooo oo FFO4
goonO OO 5F110 AAO8
agooo oo EE09

gooo oo GG02

AAO3
GG09
AA30
EE14
GGO3

AAO9
HHO4
BBO3
EE15
GGO6

BBO1

CCo9
EE22
GG12

cco1

CC10
EE30
HKO5

DDO5 DDO6 DD13 EEO1 EEQ2
FFO2 FFO5 FFO9 FF12 GGO1

HK40



	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	overflow

